
KF8F3132——Flash 读写样例程序

引言

本应用笔记提供了 KF8F3132—Flash 读写相关的配置信息以及如

何能够快速的理解并上手使用该模块的一些配置方式。

本应用笔记须与 KF8F3132 数据手册结合使用。



寄存器

寄存器使用说明：

OSCCTL（系统控制寄存器）

TR0（P0 方向控制寄存器）

TR1（P1 口方向控制寄存器）

TR2（P2 口方向控制寄存器）

P0LR（P0 口输出锁存控制寄存器）

P1LR（P1 口输出锁存控制寄存器）



P2LR（P2 口输出锁存控制寄存器）

NVMADDRH（NVM 地址指针高 8位）

NVMADDRL（NVM 地址指针低 8位）

NVMDATAH（NVM 数据寄存器高 8位）

NVMDATAL（NVM 数据寄存器低 8位）

INTCTL（中断控制寄存器）

NVMCTL0（NVM 控制寄存器 0）

NVMCTL1（NVM 控制寄存器 1）



Flash 读写样例程序框图



Flash 读写样例简述：

开发环境：ChipON IDE

功能简述：演示 Flash 页写、页读、单字写、单字读函数功能，并验

证操作的结果。如果读写结果错误，则点亮 LED3，操作结束后 LED2

点亮，此时可以断电，使用 PRO 读取 Flash 空间的内容。

硬件连接：JP2 和 JP3 连接（图中黄色框中的插针接跳线帽）

特殊说明：当前芯片的 Flash 可自写范围是：800H～0FDFH。为防止

程序空间和 Flash 自写空间冲突，用户需要在项目的 occupancy.txt

文件中声明 Flash 自写的起始和结束地址。



Flash 读写样例程序：

MCU 初始化：

Flash 字节读：



Flash 字节写：

Flash 页读：



Flash 页写：



主函数：



注意事项：

1、在写 Flash 时，必须先对每个页的第一块进行写操作，以擦

除本页的数据，如果没有对第一块进行写操作，直接写后面块则本页

的所有数据都不会被擦除。

2、写 Flash 时，只能对 Flash 成块写入数据，不允许跨区操作。

3、不能单独将一个字节（或字）的数据写入某块的一个字节（或

字）中，如果写入 Flash 中的数据没有 16个字或不能被 16所整除，

需要将块中不需要写入数据的单元写入 0 或者其他值，否则可能会导

致写入的数据出错。

4、如果原来的 Flash 保存有数据，现在需要修改原数据中的一

个字或者几个字，其他单元的值不变，则需要先将其他对应块中其他

数据读出来保存，然后再将需要修改的数据和之前读出的值写入。

5、配置位的 SWRTEN 需配置为 0，才能对 Flash 进行写操作。


